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　酸化は、半導体デバイスにおいて最も重要な技術の一つ

です。本書は、主にSiおよびSiCの酸化機構、さらにそれ

によって形成されたSiO

と界面の特徴について、酸化に

伴って起こる様々な現象の物理的理解に関する議論と、さ

らにその理解に基づいて課題をどのように克服したらよい

のかという議論から構成されています。半導体デバイスを

これから学ぼうとする方はもちろん、すでに本分野の研究

活動にたずさわっている方、また本領域を専門としない半

導体技術のプロの方にも、酸化の奥深さと面白さを味わっ

ていただくことができます。

https://www.kindaikagaku.co.jp/kdd/ 

近代科学社Digitalは、株式会社近代科学社が推進
する21世紀型の理⼯系出版レーベルです。デジタル
パワーを積極活⽤することで、オンデマンド型のス

ピーディで持続可能な出版モデルを提案します。

お問い合わせ先

〒101-0051 東京都千代⽥区神⽥神保町1-105
神保町三井ビルディング

電子メール: contact@kindaikagaku.co.jp

株式会社近代科学社

全国の書店・ネット書店にてお求めい

ただけます。お取り扱い店は以下の

ウェブページをご覧ください。

https://www.kindaikagaku.co.jp/bo
ok_list/detail/9784764961340/
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